1. Physikalische Konstanten :

Protonen -, Neutronenmasse : mp~mn =1,7 - 10724 g

Elektronenmasse : m. = 0,91 Holwq%

Elementarladung : e=1,6-107"° 4s
Planksches Wirkungsquantum : £ =6,6-107** Js
Bohrsches Magneton : ps = 0,93-107 Am?
23 J -
Boltzmann - Konstante : k2 =1,38-10 23 X =86,2-10 6 ml\M

m
Lichtgeschwindigkeit : ¢ = 3-10° —
s

Avogadrosche Zahl : N4=6- 1023 Mol ™!

Atomare Masseinheit: 1AME =1,66043 - HOINQW‘%

Bohrscher Atomradius : a. = 0,53-10°m
Vakuumdielektrizitatskonstante : €0=8,85-107'% As/ Vm
Magnetische Feldkonstante : po=1,26-10"Vs/Am

2.0 Formeln

2.1 Physikalische Grundlagen

Kraft auf eine Ladung q :
a) Im elektrischen Feld : F =g - E

b) Im magnetischen Feld : F =gV x B vistdie Geschwindigkeit der
Ladung q

2
14

, m-
Zentrifugalkraft : FF = ——
r

Kinetische Energie : Ex=1/2-m-v?
Potentielle Energie : E,=e-U =e-E -ds
Photonenenergie: E = hv;

Therm. Energie eines Teilchen : E = kT

“E.\..SN

2
z n’

Ty In=do-——
n z
q

4.1 -g-r

Quantenzahlen: Hauptquantenzah! : n =1,2,3,...........
Nebenquantenzahl : 1=0,1,2,........ n-1
magnetische Quantenzahl: —~/ <m </
Spin: mg=+1/2

Bohrsche Atommodel : En=—13,6eV -

Elektrisches Feld einer Punktladung : E =

2.2 Kristalle
N -Volumen( Atom)
Volumen( Elementarzelle)
4m B3
3

Packungsdichte : Pp =

VW:W&

2.3 Elektronen im Metall
Driftgeschwindigkeit : Vo = -1 - F

e
Beweglichkeit : p =
Me
Stromdichte : j=e-n-Vo=0c-E
1
Widerstand : R = I.W
c A
iy d(1/c)
Temperaturkoeffizient: o = o |&W|

Mathiessensche Regel : 1/6 = 1/Gauel T)+ 1/ rest(Neonss)

2.4 Mechanische Eigenschaften der Festkdrper

/
Dehnung : g = —
lo

Spannung: ¢ = F
4
Scherung : B = x/h

Hooksches Gesetz : 6 = F -¢

2.5 Legierungen
Hebelgesetz : mi - (c.—c:) =mr - (cr — ¢.)
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2.6 Halbleiter
Temperaturabhéngigkeiten:

Intrinsicdichte : 7 = No- oxﬁl|m|m1lw\<o =2. SEQEI 3 fursi
2-Ks-T

Eigenleitfahigkeit: intris. Material  (T) =6 o oxvﬁ%mfw
~(Eg— Ea4

Leitfahigkeit: n- HLT & (T) = G ox- €Xp %Nwlﬂlw

Leitfahigkeit: p- HLTo (7) =0 op €x ke

{ I pD- = 0
° P p CXP Ks-T

A-T?

Energiebandliicke: Eg(T) = 1,152eV — ,A=4,73X10" eviK,

T+B
B=636 K bei Si

Massenwirkungsgesetz : n- p = n/’

Parameter wichtiger Halbleiter (bei 300 K)

Si Ge GaAs inSb
tn [cm?/Vs] 1450 3800 8500 80000
L, [cm?/Vs] 500 1800 435 450
E, [eV] 1,12 0,67 1,4 0,17
E.[eV] 0,045 0,01 0,024
(B- Dotierung) | (B- Dotierung) | (Cd- Dotierung)
EgaleV] 0,044 0,012 0,005
(P- Dotierung) | (P- Dotierung) | (Se- Dotierung)
n  [1/cm? 1,510 10" 10’ 1,3510"°
1/ci[Qcm] 2,110° 112 | 7110
o [Qcm]” 4,710° 1107 1,410° 200

Driftstromdichte : j=e-(p-pr+n-W)-E
Neutralitatsbedingung : No* + p= Na™ +n

) ) . ksT ksT
Einsteinbeziehung : Dn=——- pun; Dp=—"- Lp
e e

d 7]
Diffusionsstromdichte : joirr = e- b=|=. —-e- bulh
dx dx

Halleffekt : anwt.\.v.wwhmHHF
n-e

1

E-E

K- T
E

kT

EL—Er Er—Ev
—;p=Nv-exp————
ke. T ks T

Fermiverteilung : f(E) =
1+exp

Boltzmannverteilung : f(E) = exp—
n= NL.exp-

2.7 Dielektrische Werkstoffe

elektrische FluRdichte : D =¢gr-g0- E
Kapazitat: c =L ¢ .2

p C=17= € p
Polarisation: D=€0-E+ P

Suszeptibilitat : x =er—1

w
Polarisierbarkeit : o = z
Dipolmoment: P=q-y=a-E
N-a /g
lausius- ity =T——"
Clausius-Mossotti : ¢ -N -2 /es

N = Gesamtzahl der Dipole pro Volumeneinheit

2.8 Magnetische Werkstoffe

magnetische FluBdichte : B = po- .- H
magnetische Polarisation : B = po- H+J = po-(H + M)
Magnetisierung : J = po- M
magnetisches Moment : m=V - M
magnetische Suszeptibilitdt: k = wr-L, M =x-H
C

Curie-Gesetz : K =———
T-Tc
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